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１．概要（Summary） 

既存の電子デバイスが抱える物理的な性能限界の突

破を目指し、新規材料を用いた次世代型デバイスの開発

を行った。強磁性ナノグラニュラー薄膜デバイス、平面型

抵抗変化メモリ素子、モット転移型抵抗変化メモリ素子の

三種類を対象に、北海道大学情報科学研究科及び電子

科学研究所の設備を利用して微細デバイス構造の作製

を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置 ELS-3700、両面マスクアライナ 

MA-6、ICP 加工装置 EIS-700、半導体薄膜堆積装置 

PAC-LMBE 

【実験方法】 

電子ビーム描画装置及び両面マスクアライナを用いて

微小パターンを描画し、ICP 加工装置によるエッチングを

行う事で強磁性ナノグラニュラー薄膜デバイス、平面型抵

抗変化メモリ素子を作製した。またパルスレーザー堆積装

置を用いて製膜を行う事で、モット転移型抵抗変化メモリ

のスイッチング層となるモット絶縁体薄膜を作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した強磁性ナノグラニュラー薄膜(Fig. 1)に対して、

その後自グループにて電子輸送特性の評価を行った結

果、そのゲート電圧応答に明確なクーロン振動を観測す

る事に成功した。この結果は強磁性体(Fe)のナノ粒子内

において、電子移動が単一電子レベルで制御されている

事を示しており、興味深い現象である。今後作製したデバ

イスの磁場応答を詳細に評価する事で、磁性と単電子輸

送現象の相関の明確化が可能になると期待され、基礎物

性評価・デバイス応用の両面において重要な知見が得ら

れると考えられる。 

 

Fig. 1 (left) SEM image and (right) schematic 

illustration of an Fe single-layer granular film. 
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